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SérieN°2

Exercice 1:

Soit une diode Schottky de type métal/Si(n) & T=300K. La mesure de |la capacité de cette diode a

montré que la caractéristique capacité-Tension C(V) alaforme suivante :
C2=A-BV
OuAd=10F?2m*et B =12510°F2m*y1
1
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3- Déterminer la position du niveau de Fermi (E) danslarégion neutre du semiconducteur.

Déduire lavaleur du potentiel de diffusion V,, de cette diode.

Déduire la concentration des dopants N, .

4- Déduire les valeurs destravaux de sorties @, et d,,,.

On donne: n; =10 em™3, V= k:%T =26mV e g =¢.6=10"12F/cm, y =4¢eV,

N, = 10 em™3.
Exercice?2:

Considérons le cas d'un contact Schottky Cr/Si(n) avec N, = 107 cm™3. Sachant que:
On(Cr)=45eV, x(S)=4eV, Vp="E=26mV, No=2810"cm™3, Ny =
1.8 10 cm3 et Eg(300K) =1.12¢€V.

- Cadculer lesvaeursde E}, et V,pour ce contact.

- Cdculer les vaeurs de E, et V,dans le cas du contact Schottky Cr/Si(p) avec N, =

1017 em™3.
Exercice 3:
Considérons une diode Schottky Au/GaAs avec une capacité de 1pF a-1 V. Quelle est la densité
de dopage du GaAs ?

- Calculez lalargeur de la zone de charge d’ espace (ZCE) a polarisation nulle.
1



- Cdculez le champ ala surface du semi-conducteur a-10 V.
La surface de la diode est de 10° cm?. @,,(Au) = 4.8 eV, ¢,(Gads) = 13.1, y = 4.07 eV, et

N = 4.3510"7 cm™3.n; = 3108 cm™3. E,(300K) = 1.43 eV . ®,(GaAs) = 4.1 V.

Exercice4:

Pour un transistor PNP idéal, on a: Ig, = 3mA, Ig, = 0.01mA, I, =299mA, e I, =
0.001 mA.

a) Calculer le facteur d' efficacité de I’injection y.

b) Calculer le facteur de transport de base a .

c) Calculer le gain en courant pour base commune «,.
Exercice5:

Une structure MOS de type métal/SiO./Si(p) est constituée d’ une couche d’' oxyde d’ épaisseur
d = 5 nm et de constante diélectrique &, = 3.9 en contact avec un substrat de type p. sachant que

T=300K, N, = 107 cm™3,n; = 9.6510° cm™3, V. = k"% =26mV , g =88510""F/cm et

&-(S1) = 11.9.
a) Calculer lalargeur maximale de la ZCE dans le semiconducteur W,,.

b) Calculer lavaleur minimale de la capacité de cette structure C,,,;,, .



